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N channel field effect transistors {metal case)

; . ; Tamb = 25°C
Transistors & effet de champ, canal N (boitier métallique }
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Type Boitier | min max min max | min _max | min__max | max max max max__ (MH2)" Page
2N 3821 TO72 -50 01 05 25 165 45
2N 3822 TO72 —50 01 2 10 3 65
2N 3823 TO72 —30 05 4 20 35 65
2N 3824 T072 -50 0,1 . 1 K
*N3%6 TO72 —30 o1 2
*N 4091 TO18 —40 0z 3 5 -0 5 30 785
#2N4091A TO18 - 50 26* 30 -6 ~10 16 5 30 T 788
*2N4092 TO18 —40 02 15 -2 -7 16 5 50 785
¥2N4092A TO18 —60 26* 15 ~2 -7 18 5 50 188
*N4093 TO18 —40 02 8 -1 -5 16 5 80 785
¥N4093A TO18 —50 26* 8 -1 ~5 16 5 80 785
¥#2N4117 T072 -40 10* 003 009 007 021 —06 183 w5 793
¥2N4117A TO72 —40 1 0,03 008 007 021 —06 ~—183 1,5 793
2N 4118 TO72 —40 10* 008 024 008 026 ~1 ~3 3 1,5 793
¥*2N4118A TO72 —40 1* 008 024 008 026 —1 -3 3 1,6 793
¥2N 4119 TO72 —40 10* 0,2 06 01 033 -2 -6 793
¥IN4119A TO72 —30 1" 02 06 01 033 -2 -6 793
¥2N4220  TO72 —30 o1 05 3 1 a —a 799
¥2N4220A TO72 —30 o1 05 3 1 4 -4 799
¥2N4221  TO72 —30 01 2 6 2 & -6 6 2 7199
¥IN821A TO7I2 —30 o1 2 6 2 6 -6 6 2 25 100 799
¥2N4222 7072 -30 01 5 1525 6 -8 6 2 799
¥2N4222A TO72 —30 01 & 15 25 & -8 6 2 25 100 799
#¥2N4391  TO18 —40 01 50 150 —4 —10 14 4 30 T 803
¥2N4392 _ TO18 —40 01 25 76 2 -5 14 & 0 803
¥N 4393 TO18 —40 01 5 30 _05-3 144 100 803
*¥2N4416  TO72 -30 01 5 15 45 15 -6 4 2 4 400 811
*2N4417  TOT72 -35 01 & 15 45 75 —25-6 4 2 a4 aco* 811
2N 4446 TOo18 —25 3 100 - —2 —10 50 25 10 819
ESM4446 TO18 —25 02 100 -3 —-105 25 8 889
2N 4448 TO18 —20 3 100 ) —2 -1080 26 12 819
ESM4448 TO18 —25 02 50 ~1 -5 50 25 12 889
2N 4977 TO18 —30 05 50 —4 —10 35 8 15 827
2N 4978 TO18 —30 05 15 -2 -8 3 8 20 827
2N 4979 TO18 —30 05 75 -05-5 35 8 a0 827
*NB432 TOWB —-26 02 150 —4 —10 30 5 5 841
¥JNB433 TO18 —25 02 100 -3 -9 30 15 7 841
¥2N5434  TO18 -6 02 30 ~1 —4 30 15 10 841

* Preferred device
Dispositif recommandé
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